
ПОТЕРИ В ДРАЙВЕРЕ   IR2520 f 51000:=

Vcc 15:= питание
Idrup 0.14:= ток втекающий

Icc 0.00325:= ток потребления Idrdown 0.23:= ток вытекающий

Rin 10:= внешнее сопрот Rg 2:= внутренее сопрот

при Idrdown=0.23 фронт спада равен 75 наносекунд

значит без всяких  умощнений IR2520ds
может работать на емкости поряка 1.2
нанофарады
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Qg
эквивалентная емкость транзистора на которую работает
драйвер при нуле напряжения на стоке 

Vg напряжение затвора при котором заряд равен Qg

Vplato напряжение плато Миллера
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Pdr 2 Ceqv⋅ f⋅ Vcc
2

⋅ 0.018=:= мощность потерь переключения

P0 Vcc Icc⋅ 0.049=:= мощность потребления по питанию

часть мощности рассеваемая драйвером
при включенииP1
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часть мощности рассеваемая драйвером
при выключенииP2
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Qcmos 6 10
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P3 Qcmos f⋅ Vcc⋅ 4.59 10
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×=:= внутренние потери драйвера нижнего уровня 

Qp 2 10
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P4 Qp 340⋅ 51000⋅ 0.035=:= внутренние потери драйвера верхнего уровня

смотрим AN-994 для SO-8 на
минимальной  площадке
Rth=91 град на ватт

Rth 91:=

перегрев составляет 



P0 P1+ P2+ P3+ P4+( ) Rth⋅ 9.467= градусов

так и есть через час работы микросхема перегрелась где то на 10-11 граусов


